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InGaN/GaN LEDの高効率化には、発光層直下にInGaN/GaN超格子を用いることが有効である。

超格子構造は、点欠陥の伝搬抑制や歪緩和、ポテンシャルバリアによる非輻射再結合の抑制など

様々な効果が報告されている。なかでも、超格子構造を挿入することによる特にInGaNを含むこ

とによる点欠陥の伝播抑制効果であることは以前明らかにした。しかし、数ある効果をさらに切

り離して評価することは困難であり、超格子構造を用いることによる様々な効果の詳細な割合は

未解明である。そこで今回我々は、GaN上に単一量子井戸（SQW）を成長させることにより、非

常に薄膜なInGaNが発光に与える影響に着目した研究を行ったので報告する。 

評価サンプルとして、GaN上に720°Cから820°Cに温度を振った厚さ約3 nmのInGaN well層を有

するSQWを成長させた。比較として、超格子構造上に720°Cから820°Cに温度を振った6QWを成

長させ、PL測定により評価した（図1）。図2に示すのは、SQWおよび6QWのInGaN well層の成

長温度におけるサンプルのPL発光強度依存性である。GaN上にSQWを成長させたサンプルの

InGaN well層は単層で薄膜のために、十分な点欠陥伝播抑制や歪緩和は考えにくい。しかし、図

2のようにwell層の成長温度が790°Cから810°Cにおいて発光強度が顕著に回復した。InGaNが非常

に薄膜でありながらこのような挙動を示したのは、InGaNの最表面状態などに起因すると考えら

れる。今回作製したGaN上にSQWを成長させたサンプルを超格子構造の1層目と捉えることによ

り、超格子構造を含むInGaN下地層がInGaN/GaN LEDに与える影響を検討したので当日報告す

る。 
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図 2 発光波長と PL発光強度依存性 図 1 サンプル構造 
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 (a) 単一量子井戸  (b) 超格子上多重量子井戸 
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